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Abstract of corresponding document: US2002163C 
A first semiconductor chip having a pad electrode 
on its main surface is disposed on a substrate, 
and a first wiring film electrically connecting the 
pad electrode to the substrate is further disposed 
on the substrate so as to cover the first 
semiconductor chip. A second semiconductor 
chip is disposed on the first wiring film. The 
second semiconductor chip has a pad electrode 
on its main surface opposite to another surtece 
on which the first wiring film is disposed. A 
second wiring film electrically connecting the pad 
electrode to the substrate Is disposed on the 
substrate so as to cover the first semiconductor 
chip and the second semiconductor chip. 
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Die folgenden Angaben sind den 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(g) Halbleitervorrichtung 

@ Ein erster Halbleiterchip (2) mit einer AnschlulSflachen- 
elelctrode (4a) auf seiner Hauptoberflache ist auf einem 
Substrat (1) vorgesehen, und ein erster Verdrahtungsfilm 
(5a), der elelctrisch die AnscliluISflaclienelektrode (4) mit 
dem Substrat (1) verbindet, ist weiterliin auf dem Sula- 
strat (1) so vorgeseiien, dal5 er den ersten Halbleiterchip 
(2) bedeckt. Ein zweiter Halbleiterchiip (3) ist auf dem er- 
sten Verdrahtungsfilm (5a) vorgesehen. Der zweite Halb- 
leiterchip (3) weist eine AnschlulSflachenelektrode (4b) 
auf seiner Hauptoberflache gegenuber deranderen Ober- 
flache auf, auf der der erste Verdrahtungsfilm (5a) vorge- 
sehen ist. Ein zweiter Verdrahtungsfilm (5b), der elek- 
trisch die AnschlufSflachenelektrode (4b) mit dem Sub- 
strat (1) verbindet, ist auf dem Substrat (19 so vorgese- 
hen, daB er den ersten Halbleiterchip (2) und den zweiten 
Halbleiterchip (3) verbindet. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Halb- 
leitervorrichtungen, und genauer bezieht sie sich auf eine In- 
tegrationstechnik fiir Halbldterchips. 
[0002] Da Informationsvorrichtungen und ahnliches eine 
hohere Funktionalitat in den vergangenen Jahren eireicht 
haben, nimmt die Anforderung an die Integration von Halb- 
leitervorrichtungen zu. Eine der Integrationstechniken von 
Halbleitervorrichtungen ist die Laminierang einer Mebrzahl 
von Halbleiterchips. 

[0003] Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht zum Beschrei- 
ben einer ersten Halbleitervorrichtung. Genauer zeigtFig. 6 
ein Mehrschichtchipmodul. 

[0004] In Fig. 6 bezeichnet das Bezugszeichen 2 einen er- 
sten Halbleiterchip; das Bezugszeichen 3 bezeichnet einen 
zweiten Halbleiterchip; das Bezugszeichen 4 bezeichnet 
eine AnschluBflachenelektrode; das Bezugszeichen 7 be- 
zeichnet ein Abdichtmittel; das Bezugszdchen 10 bezeich- 
net eine Insel; das Bezugszeichen 11 bezeichnet ein Ver- 
drahtungsteil; und das Bezugszeichen 12 bezeichnet eine 
Leitung. 

[0005] Bei der in Fig. 6 gezeigten ersten Halbleitervor- 
richtung sind zwei Halbleiterchips 2 und 3 verschiedener 
GfoBe auf die Insel 10 laminiert. Die AnschluBflachenelek- 
troden 4 der Halbleiterchips 2 und 3 sind mit den Leitungen 
12 unter Benutzung der Verdrahtungsteile 11 wie Gold- 
drahte verdrahtet. Weiterhin ist die erste Halbleitervorrich- 
tung mit dem Abdichtmittel 7, das aus Harz oder ahnliches 
gemacht ist, mit der Ausnahme flir gewisse Abschnitte der 
Leitungen 12 eingegossen. 

[0006] Die in Fig. 6 gezeigte Halbleitervorrichtung leidet 
jedoch unter einer strukturellen Beschi^nkung aufgrund ih- 
res Verdrahtungsaufbaues. Ihsbesondere mussen die An- 
schluBflachenelektroden 4 auf dem ersten Halbleiterchip 2 
nach aulJen offen sein, das heiBt, sie sollten nicht von der 
hinteren Oberflache des zweiten Halbleiterchips 3 bedeckt 
sein. 

[0007] Dieses bedeutet, daB es schviderig ist, Halbleiter- 
chips der gleichen GroSe zu laminieren. Zusatzlich ist die 
Position auf dem Halbleiterchip, an der die AnschluBfla- 
chenelektrode 4 gebUdet wird, zum Beispiel auf die auBeren 
Bereiches Halbleiterchips beschrankt. 
[0008] Zum Losen der obigen Probleme wurde die in Fig. 
7 gezeigte Halbleitervoirichtung vorgeschlagen. Fig. 7 ist 
eine Schnittansicht einer zweiten Halbleitervorrichtung. Ge- 
nauer, Fig. 7 zeigt den geschichteten Aufbau von Halbleiter- 
chips, wie in der japanischen Patentoffenlegungsschrift 
Hei 6-21329 offenbart ist. 

[0009] Bei der in Fig. 7 gezeigten zweiten Halbleitervor- 
richtung weisen zwei Verdrahtungsfilme 13 jeweils Bond- 
hockerelektroden 6 auf ihren vorderen and hinteren Oberfla- 
chen auf, auf denen Halbleiterchips 2 bzw. 3 durch die 
Bondhockerelektroden 6 vorgesehen sind. Die Verdrah- 
tungsfilme 13 sind mit Leitungen 12 verbunden. Weiterhin 
ist die zwdte Halbleitervorrichtung mit dem Abdichtnoittel 
7, das aus Harz oder ahnlichem hei;gestellt ist, mit der Aus- 
nahme gewisser Abschnitte der Leitungen 12 eingegossen. 
Diese Anordnung reaUsiert die Laminierung von Halbleiter- 
chips mit Leichtigkeit. 

[0010] Der in Fig. 7 gezeigte Aufbau fiihrt jedoch unaus- 
weichlich zu einer Halbleitervorrichtung mit groBen Ab- 
messungen, da es notwendig ist, die Verdrahtungsfilm 13 
mit den Leitungen 12 zu verbinden. 
[0011] Wenn wdterhin das in das Abdichtmittel 7 einge- 
gossene Modul auf einem Substrat (nicht gezeigt) ange- 
bracht wird, ist es notwendig, die Leitungen 12 nut dem 
Substrat zu verdrahten. Dieses erhoht welter die Abmessun- 
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gen der Halbleitervorrichtung. 

[0012] Somit ist es mit den oben beschriebenen Halblei- 
tervorrichtungen nicht moglich, die Verpackungen zu minia- 
turisieren und die Halbleiterchipdichte zu erhohen. 
[0013] Bevor das Modul eingegossen wird, werden die 
Bondhockerelektroden 6 und die AnschluBflachenelektro- 
den 4 positioniert (aber nicht fixiert), so daB die Bondhok- 
kerelektroden 6 in Kontakt mit den AnschluBflachenelektro- 
den 4 stehen. Das bedeutet, daB es notwendig ist, das Modul 
einzugieBen, um die Kontaktposition zu fixieren. 
[0014] Wenn weiterhin das Modul eingegossen wird, kann 
der Verdrahtungsfilm 13 unabsichflich verschoben werden, 
was in einer Fehlausrichtung der AnschluBfiachenelektro- 
den zu den Bondhocherelektroden 6 fiihrt. Dieses verringert 
die Zuverlassigkeit der Halbleitervorrichtung. 
[0015] Die obige Erfindung ist zum Losen der zuvor er- 
wahnten Probleme gemacht worden, und es ist eine Aufgabe 
der vorliegenden Erfindung, eine neue und niitzliche Halb- 
Idtervorrichtung vorzusehen, wobei Halbleiterchips auf ei- 
nem Substrat mit einer hohen Chipdichte angebracht werden 
und eine Mehrzahl von Halbleiterchips ohne GieBen des 
Modules laminiert werden. 

[0016] Diese Aufgabe wird gelQst durch eine Halbleiter- 
vorrichtung nach Anspruch 1. 

[0017] GemaB einem ersten Aspekt der vorliegenden Er- 
findung weist die Halbleitervorrichtung auf: ein Substrat; ei- 
nen auf dem Substrat vorgesehenen ersten Halbleiterchip, 
wobei der erste Halbleiterchip eine erste Elektrode auf einer 
Hauptoberflache davon aufweist; erne auf dem Substrat so 
vorgesehene erste Verdrahtung, daB der erste Halbleiterchip 
bedeckt ist, wobei die erste Verdrahtung elektrisch die erste 
Elektrode mit dem Substrat verbindet; einen auf der ersten 
Verdrahtung vorgesehenen zweiten Halbleiterchip, wobei 
der zweite Halbleiterchip eine zweite Elektrode auf einer 
Hauptoberflache davon aufweist und die Hauptoberflache 
einer anderen Oberflache gegenflberliegt, die die erste Ver- 
drahtung kontaktiert; und eine auf dem Substrat so vorgese- 
hene zweite Verdrahtung, daB der zweite Halbleiterchip und 
der erste Halbleiterchip bedeckt sind, wobei die zweite Ver- 
drahtung elektrisch die zweite Elektrode mit dem Substrat 
verbindet. 

[0018] Die Aufgabe wird auch gelost durch eine Halblei- 
tervorrichtung nach Anspruch 6. 

[0019] GemaB einem zweiten Aspekt der vorliegenden Er- 
findung weist die Halbleitervorrichtung auf: ein Substrat; ei- 
nen auf dem Substrat vorgesehenen ersten Halbleiterchip, 
wobei der erste Halbleiterchip eine erste Elektrode auf einer 
Hauptoberflache davon aufweist; eine auf dem Substrat so 
vorgesehene Verdrahtung, daB der erste Halbleiterchip be- 
deckt ist, wobei die Verdrahtung elektrisch die erste Elek- 
trode mit dem Substrat verbindet; und einen auf der Ver- 
drahtung vorgesehenen zweiten Halbleiterchip, wobei der 
zweite Halbleiterchip eine zweite Elektrode auf einer 
Hauptoberflache davon aufweist; wobei die Hauptoberfla- 
che des zweiten Halbleiterchips der Hauptoberflache des er- 
sten Halbleiterchips zugewandt ist. 

[0020] Die Aufgabe wird auch gelost durch eine Halblei- 
tervorrichtung nach Anspruch 11. 

[0021] GemaB einem dritten Aspekt der vorliegenden Er- 
' findung weist die Halbleitervorrichtung auf: einen ersten 
Halbleiterchip mit einer ersten Elektrode auf einer Haupt- 
oberflache davon; eine auf dem ersten Halbleiterchip so vor- 
gesehene Verdrahtung, daB sie in engem Kontakt mit der 
Hauptoberflache des ersten Halbleiterchips steht, wobei die 
< Verdrahtung elektrisch die erste Elektrode mit dem Substrat 
verbindet; einen auf der Verdrahtung vorgesehenen zweiten 
Halbleiterchip, wobei der zweite Halbleiterchip eine zweite 
Elektrode auf eine Hauptoberflache davon aufweist, die 



DE 102 00 268 A 1 



Hauptoberflache des zweiten Halbleiterchips der Haupt- 
oberflache des ersten Halbleiterchips zugewandt ist und in 
engem Kontakt mit der Verdrahtuog steht; und eine Abdich- 
tung, die den ersten Halbleiterchip und den zweiten Halblei- 
terchip abdichtet. 5 
[0022] Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind in 
den Unteranspriichen angegeben. 

[0023] Weitere Merkmale und ZweckmaBigkeiten der Er- 
findung ergeben sich aus der Beschreibung von Ausfuh- 
" " ' D anhand der Figuren. Von den Figuren zei- lo 



[0024] Fig. 1 eine Querschnittsansicht zum Beschreiben 
einer Halbleitervorrichtung gemaB einer arsten Ausfuh- 
ruDgsform der vorliegenden Erfindung; 
[0025] Fig. 2 eine Querschnittsansicht zum Beschreiben 15 
eines Verdrahtungsfilmes, der in der Halbleitervorrichtung 
gemaB der ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin- 
dung verwendet wird; 

[0026] Fig. 3 eine Querschnittsansicht zum Beschreiben 
einer Halbleitervorrichtung gemaB einer zweiten Ausfuh- 20 
rungsform der vorliegenden Erfindung; 
[0027] Fig. 4 eine Querschnittsansicht zum Beschreiben 
eines Verdrahtungsfilmes, der in der Halbleitervorrichtung 
gemaB der zweiten Ausfuhrungsform der vorliegenden Er- 
findung verwendet wird; 25 
[0028] Fig. 5 eine Querschnittsansicht zum Beschreiben 
einer Halbleitervorrichtung gemaB einer dritten Ausfuh- 
rungsform der vorliegenden Erfindung; 
[0029] Fig. 6 eine Querschnittsansicht zum Beschreiben 
einer vorhandenen ersten Halbleitervorrichtung; und 30 
[0030] Fig. 7 eine Querschnittsansicht zum Beschreiben 
einer vorhandenen zweiten Halbleitervorrichtung. 
[0031] Im folgenden werden Priuzipien und Ausfiihrungs- 
formen der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf 
die begleitenden Zeichnungen besciirieben. Die Teile und 35 
Schritte, die einigen der Zeichnungen gemeinsam sind, er- 
halten die gleichen Bezugszeichen, und die redundante Be- 
schreibung davon wird weggelassen. 



[0032] Fig. 1 ist eine Schnittansicht einer Halbleitervor- 
richtung gemaB einer ersten Ausfuhrungsform der vorlie- 
genden Erfindung. 

[0033] Fig. 2 ist eine Schnittansicht eines Verdrahtungsfil- 45 
mes, der durch die Halbleitervorrichtung gemaB der ersten 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung verwendet 
wird. 

[0034] In Fig. 1 und 2 bezeichnet das Bezugszeichen 1 ein 
Substrat; 2 einen ersten Halbleiterchiip; 3 einen zweiten 50 
Halbleiterchip; 4 (4a, 4b) AnschluBflachenelektroden; 5 (5a, 
5b) Verdrahtungsfilme; 6 eine Bondhockerelektrode (Kon- 
takthocker); 51 eine MetaUschicht; 52 eine erste Klebe- 
schiicht; 52a einen Offiaungsabschnitt; und 53 eine zweite 
Klebeschicht. 55 
[0035] Das Substrat 1 ist ein Anbringungssubstrat oder ein 
Schaltungssubstrat, und der erste Halbleiterchip 2 und der 
zweite Halbleiterchip 3 sind auf der Hauptoberflache des 
Substrates 1 angebracht. Der erste Halbleiterchip 2 und der 
zweite Halbleiterchip 3 sind zum Beispiel Halbleiterspei- 60 
cherwieDEAMs. 

[0036] Die AnschluBflachenelekUroden 4 (4a, 4b) sind 
Elektroden, die wie AnschluBflachen geformt sind, die auf 
den Hauptoberflachen des ersten Halbleiterchips 2 bzw. des 
zweiten Halbleiterchips 3 gebiMet sind. Die AnschluBflS- 65 
cheneldctroden 4 sind zum Beispiel aus Au, Cu oder Al oder 
ihren Legierungen hergestellt 

[0037] Die Verdrahtungsfilme 5 (5a, 5b) verbinden elek- 



trisch das Substrat 1 mit den Halbleiterchips 2 und 3, und sie 
bringen ebenfaUs die Halbleiterchips 2 und 3 auf dem Sub- 
strat 1 an. Genauer, die AnschluBflachenelektroden 4, die 
auf den Halbleiterchips 2 und 3 gebildet sind, sind elektiisch 
mit dem Substrat 1 durch die Verdrahtungsfibne 4 verbun- 
den. 

[0038] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, enthalt jeder der Verdrah- 
tungsfilme 5 (5a, 5b) die MetaUschicht 51, die erste Klebe- 
schicht 52, die eine Oberflache der MetaUschicht 51 be- 
deckt, und die zweite Klebeschicht 52, die die andere Ober- 
flache der MetaUschicht 51 bedeckL 
[0039] Das heiBt, der erste Verdrahtungsfilm 5a wird 
durch Laminieren der ersten Klebeschicht 52, die den ersten 
Halbleiterchip 2 bedeckt, der MetaUschicht 51, die die erste 
Klebeschicht 52 bedeckt, und der zweiten Klebeschicht 53, 
deren eine Oberflache die MetaUschicht 51 bedeckt und de- 
ren andere Oberflache in Kontakt mit dem zweiten Halblei- 
terchip 3 steht, erzeugt. 

[0040] Der zweite Verdrahtungsfibn 5b wird andererseits 
durch Laminieren der ersten Klebeschicht 52, die den zwei- 
ten Halbleiterchip 3 und den ersten Halbleiterchip 2 be- 
deckt, der MetaUschicht 51, die die erste Klebeschicht 52 
bedeckt und der zweiten Klebeschicht 53, die die MetaU- 
schicht 51 bedeckt, erzeugt. 

[0041] Endabschnitte der MetaUschicht 51 sind elektrisch 
mit den Elektroden (nicht gezeigt) verbunden, die auf dem 
Substrat 1 gebildet sind 

[0042] Es soU angemerkt sein, daB die erste Klebeschicht 
52 und die zweite Klebeschicht 53 zum Beispiel Isolierfihne 
sind, die auf ihren Oberflachen mit Klebstofifen beschichtet 
sind. Ein Beispiel eines Isolierfilmes ist ein Polyimidfilm, 
wahrend ein Beispiel des Klebstoffes ein Epoxidklebstoff 
ist. Weiterhin sind Endabschnitte der ersten Klebeschicht 52 
und der zweiten Klebeschicht 53 in Kontakt mit dem Sub- 
strat 1. 

[0043] Die erste Klebeschicht weist einen Offnungsab- 
schnitt 52a an einer Position entsprechend einer jeden An- 
schluBflachenelektrode 4 auf, und eine BondhSckerelek- 
trode 6 ist auf dem MetaUfilm 51 gebildet, der durch jede 
Offhung S2a offen liegt Wie in Fig. 1 gezeigt ist, sind die 
Bondhockerelektroden 6 in Kontakt mit den AnschluBfla- 
chenelektroden 4a und 4b plaziert, die auf den Hauptoberfla- 
chen des ersten Halbleiterchips 2 und des zweiten Halblei- 
terchips 3 gebUdet sind. 

[0044] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, bei der Halbleitervorrich- 
tung gemaB der ersten Ausfuhrungsform ist der erste Halb- 
leiterchip 2 auf der Hauptoberflache des Substrates 1 vorge- 
sehen, und der erste Verdrahtungsfilm 5a, der auf dem Sub- 
strat 1 vorgesehen ist, bedeckt den ersten Halbleiterchip 2. 
Die AnschluBflachenelektroden 4a auf dem ersten Halblei- 
terchip 2 stehen in Kontakt mit den Bondhockerelektroden 
6, die auf der Oberflache des ersten Verdrahmngsfilmes 5a 
gebUdet sind. Weiterhin sind die beiden Enden des ersten 
Verdrahtungsfilmes 5a elektrisch mit dem Substrat 1 ver- 
bunden. Obwohl es nicht in Fig. 1 gezeigt ist, sind die 
Hauptoberflache und die Seiten des ersten Halbleiterchips 2 
in Kontakt mit der ersten Klebeschicht 52 des ersten Ver- 
drahtungsfilmes 5a. 

[0045] Andererseits ist der zweite Halbleiterchip 3 auf der 
anderen Oberflache des ersten Verdrahtungsfilmes 5a vorge- 
sehen, das heiBt auf der Oberflache gegeniiber derjenigen, 
auf der die Bondhockerelektroden 6 gebildet sind. Obwohl 
es in Fig. 1 nicht gezeigt ist, ist die zweite Klebeschicht 53 
des ersten Verdrahtungsfilmes 5a in Kontakt mit der hinte- 
ren Oberflache des zweiten Halbleiterchips 3. 
[0046] Das heiBt, eine Oberflache des ersten Verdrah- 
tungsfilmes 5a haflet an dem ersten Halbleiterchip 2 an und 
ist daran befestigt, wahrend die andere Oberflache des ersten 
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Verdrahtungsfilmes 5a auf dem zweiten Halbleiterchip 3 an- 
haftet und daran befestigt ist. 

[0047] Weiterhin ist der zweite Verdrahtungsfilm 5b so 
vorgesehen, daB er den zweiten Halbleiterchip 3 und den er- 
sten Halbleiterchip 2 bedeckt, der niit dem ersten Verdrah- 5 
fnngsfilm 5a befestigt ist. Obwohl es nicht in Fig. 1 gezeigt 
ist, steht die erste Hebeschicht 52 des zweiten Verdrah- 
tungsfilmes 5b in Kontakt mit der Hauptoberflache und den 
Seiten des zweiten Halbleiterchips 3. 

[0048] Das heiBt, eine Oberflache des zweiten Verdrah- lO 
tungsfilmes 5b haftet an dem zweiten Halbleiterchip 3 an 
und ist daran befestigt 

[0049] Weiterhin sind die Halbleiterchips 2 und 3 auf dem 
Substrat 1 durch die Benutzung der Verdrahtungsfihne 5a 
und 5b angebracht. 15 
[0050] Wie obeo beschriebcn wurde, ist bei der Halblei- 
tervonichtung gemaJJ der ersten Ausfiihrungsform der Me- 
bende erste Verdrahtungsfilm 5a so vorgesehen, daB er den 
ersten Halbleiterchip 2 bedeckt, der auf dem Substrat 1 vor- 
gesehen ist, und der Idebende zweite Verdrahtungsfilm 5b ist 20 
so vorgesehen, daB er den zweiten Halbleiterchip 3 bedeckt, 
der auf dem ersten Verdrahtungsfilm 5a vorgesehen ist. 
[0051] Die Halbleitervorrichtung gemaB der ersten Aus- 
fiihrungsform benotigt keine extemen Leitungen zum An- 
bringen der Halbleiterchips 2 und 3 auf dem Substrat 1, das 25 
macht es mSglich, die AnbiingungsfiSche zum Laminieren 
der Halbleiterchips zu verringem. Daher ist es moglich, die 
Halbleiterchips auf dem Substrat mit einer hohen Chip- 
dichte anzubringen. 

[0052] Da weiter die Halbleiterchips 2 und 3 direkt auf 30 
dem Substrat 1 durch die Benutzung der Verdrahtungsfilme 
5a und 5b angebracht sind, ist es nicht notig, Leitungen mit 
dem Substrat wie bei der dngangs beschiiebenen Halblei- 
tervorrichtung zu verdrahten. Daher ist es moglich, die Zahl 
der Herstellungsprozesse zu verringem, die zu verwenden 35 
sind, und dadurch die Kosten zum Herstellen von Halblei- 
tervorrichtungen zu verringem. 

[0053] Weiter werden der erste Verdrahtungsfilm 5a und 
der zweite Verdrahtungsfilm 5b jeweils durch Laminieren 
der MetaUschicht 51 und der Klebeschichten 52 und 53 er- 40 
zeugt, die beide Seiten der MetaUschicht 51 bedecken. Die 
ersten Klebeschichten 52 der Verdrahtungsfilme 5a und 5b 
sind in Kontakt mit den Hauptoberflachen des Halbleiter- 
chips 2 bzw. 3. Weiterhin sind die zwei Halbleiterchips 2 
und 3 durch die Benutzung des ersten Verdrahtungsfilmes 5a 45 
befestigt. 

[0054] Diese Anordnung macht es moglich, eine Fehlaus- 
richtung derBondhSckerelektroden 6 der Verdrahtungsfilme 
5a und 5b mit den AnschluBflachenelektroden 4a und 4b auf 
den Halbleiterchips 2 und 3 zu verhindem, was die Notwen- 50 
digkeit zum Verwenden einer Harzabdichtung beseitigt. Das 
heiBt, der Kontakt zwischen den AnschluBflachenelektroden 
4 und den Bondhockerelektroden 6 wird vollstandig ohne 
GieBen des Modules mit einem Abdichtmittel heigestellt, 
was es moglich macht, die Halbleiterchips 2 und 3 zu land- 55 
nieren. Dieses verringert die Zahl der Herstellungsprozesse, 
die zu verwenden sind, und dadurch verringert es die Kosten 
der Herstellung von Halbleitervorrichtungen. Da es weiter- 
hin moglich ist, Abmessungen der Halbleitervorrichtung um 
jene des Abdichtmittels 7 zu verringem, konnen die Halblei- 
terchips mit einer hoheren Chipdichte vorgesehen werden. 
[0055] Weiterhin wird der Verdrahtungsfilm 5a so gebil- 
det, daB er den Halbleiterchip 2 bedeckt und der Verdrah- 
tungsfilm 5b wird so gebildet, daB er die Halbleiterchips 2 
und 3 bedeckt. Mit dieser Anordnung sind die Oberflachen 
der Halbleiterchips 2 und 3 und die Oberflachen der An- 
schluBelektroden 4 von der AuBenseite durch die Verdrah- 
tungsfilme 5a und 5b abgeschirmt, wobei die Verdrahtungs- 
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fihne 5a und 5b diese Oberflachen schiitzen. Insbesondere 
ist es moglich, firemde Materie wie Staub und Ifeilchen daran 
zu hindem, daB sie an den Oberflachen der Halbleiterchips 2 
und 3 anhaften, es ist auch mSglich zu verhindem, daB eine 
MetaUoxidation der Oberflachen der AnschluBelektroden 4 
auftritt, was die ZuverMssigkeit der Halbleitervonichtung 
erhoht. 

[0056] Es soil angemerkt werden, daB die Halbldlerchips 
2 und 3 durch Bilden eines Abdichtmittels auf dem Substrat 
1 eingegossen werden konnen, so daB das Abdichtmittel die 
Halbleiterchips 2 und 3 bedeckt. Auch in diesem Fall sind 
exteme Leitungen nicht benotigt. Daher ist es moglich, die 
Abmessungen der Halbleitervorrichtung im Vergleich mit 
den Eingangs beschriebenen Halbleitervorrichtungen zu 
verringem und die Halbleiterchips mit einer Chipdichte an- 
zubringen. Weiterhin sind die Positionen der auf den Ver- 
drahtungsfikaen 5a und 5b gebUdeten Bondhockerelektro- 
den 6 auf den Halbleiterchips 2 und 3 fixiert. Daher ist es 
moglich, eine Fehlausrichtung dieser Positionen zu der Zeit 
des EingieBens zu verhindem. 

[0057] GemaB der ersten Ausfiihrungsform werden die 
zwei Halbleiterchips 2 und 3 laminiert. Es konnen jedoch 
auch drei oder mehr Halbleiterchips laminiert werden. Auch 
in diesem Fall kann der gleiche Effekt erzielt werden, wie er 
als Resultat des Laminierens zweier Halbleiterchips erzielt 
wird 

[0058] Obwohl die erste Ausfiihrungsform die Halbleiter- 
chips 2 und 3 gleicher GroBe verwendet, konnen Halbleiter- 
chips verschiedener GroBen benutzt werden. 

Zweite Ausfiihrungsform 

[0059] Fig. 3 ist eine Schnittansicht einer Halbleitervor- 
richtung gemaB einer zweiten Ausfiihrungsform der vorlie- 
genden Erflndung. Fig. 4 ist eine Schnittansicht eines Ver- 
drahtungsfilmes, der in der Halbleitervorrichtung gemaB der 
zweiten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung ver- 
wendet wird. Komponenten der Halbleitervorrichtung in Fi- 
gur, die die gleichen wie jene der Halbleitervorrichtung in 
Fig. 1 sind oder ihnen entsprechen, werden durch die glei- 
chen Bezugszeichen zum Weglassen detaiUierter Beschrei- 
bungen bezeichnet. Solches Weglassen wird auch auf den 
Verdrahtungsfilm angewendet. 

[0060] In Fig. 3 und 4 bezeichnet das Bezugszeichen 50 
einen Verdrahtungsfilm; 52 eine erste Klebeschicht; 52a ei- 
nen Ofthungsabschnitt; 50 eine zweite Klebeschicht; 53a ei- 
nen OfChungsabschnitt; 54 dne erste MetaUschicht; 55 eine 
zweite MetaUschicht; und 56 eine Isolierschicht. 
[0061] Wie in Fig. 4 gezeigt ist, enthalt der erste Verdrah- 
tungsfilm 50 die erste Klebeschicht 52, deren eine Oberfla- 
che den ersten Halbleiterchip 2 bedeckt (siehe Fig. 3), die 
erste MetaUschicht 54, die die erste Klebeschicht 52 be- 
deckt, die IsoUerschicht 56, die die erste MetaUschicht 54 
bedeckt, die zweite MetaUsctiicht 55, die die Isolierschicht 
56 bedeckt, und die zweite Klebeschicht 53, deren eine 
Oberflache die zweite MetaUschicht 55 bedeckt und deren 
andere Oberflache in Kontakt mit der Hauptoberflache des 
zweiten Halbleiterchips 3 steht (siehe Fig. 3). 
[0062] Wie in Fig. 4 gezeigt ist, weisen die erste Klebe- 
schicht 52 und die zweite Klebeschicht 53 Offtiungen 52a 
bzw. 53a an Positionen entsprechend den AnschluBflachen- 
elektroden 4 auf. Die Bondhockerelektroden 6 sind auf dem 
ersten MetaUfilm 54 und dem zweiten Metallfilm 55 gebU- 
det, sie liegen durch die OflFnungen 52a und 53a offen. Wie 
in Fig. 3 gezeigt ist, sind die Bondhockerelektroden 6 in 
Kontakt mit den AnschluBflachenelektroden 4 angeordnet, 
die auf den Hauptoberflachen des ersten Halbleiterchips 2 
und des zweiten Halbleiterchips 3 gebildet sind. Der Ver- 
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drahtungsfilm 50 (speziel der erste MetalMlm 54 und der 
zweite MetaUfilm 55) ist elektrisch mit den Elektroden 
(nicht gezeigt) verbiinden, die auf dem Substrat 1 gebildet 
sind. Die Isolierscbicht 56 ist zum Beispiel aus einem Iso- 
lierfilm wie ein Polyimidfilm hergestellt. 5 
[0063] Wie in Fig. 3 gezeigt ist, ist bei der Halbleitervor- 
richtung gemaB der zweiten Ausfuhrungsform der erste 
Halbleiterchip 2 auf dem Substrat 1 vorgesehen, und der 
Verdrahtungsfilm 50, der auf dem Substrat 1 vorgesehen ist, 
bedeckt den ersten Halbleiterchip 2. Die AnschluBflachen- 10 
elektroden 4 des ersten Halbleiterchips 2 stehen in Kontakt 
mit den Bondhockerelektroden 6, die auf der ersten MetaH- 
schicht 54 des Verdrahtungsfllmes 50 gebildet sind. Weiter- 
hin sind beiden Enden des Verdrahtungsfilmes 50 mit Elek- 
troden auf dem Substrat 1 verbunden. Obwohl es in Fig. 3 15 
nicht gezeigt ist, stehen die Hauptoberflache und die Seiten 
des ersten Halbleiterchips 2 in Kontakt mit der ersten Klebe- 
schicht 52 des Verdrahtungsfilmes 50. 
[0064] Der zweite Halbleiterchip 3 ist auf dem Verdrah- 
tungsfilm 50 so vorgesehen, daB seine Hauptoberflache der 2) 
Hauptoberflache des ersten Halbleiterchips 2 zu gewandt ist. 
Die zweite Klebeschicht 53 des Verdrahtungsfilmes 50 steht 
in Kontakt mit der Hauptoberflache des zweiten Halbldter- 
chips 3. 

[0065] Das heiBt, der erste Halbleiterchip 2 und der zweite 25 
Halbleiterchip 3 haften aneinander und sind auf einer ent- 
sprechenden Seite des Verdrahtungsfilmes 50 befestigt. Die 
Halbleiterchips 2 und 3 sind auf dem Substrat 1 durch die 
Benutzung des Verdrahtungsfilmes 50 angebracht. 
[0066] Wie oben beschrieben woirde, ist bei der Halblei- 30 
tervorrichtung gemaB der zweiten Ausfuhrungsform der 
Verdrahtungsfilm 50 so vorgesehen, daB er den ersten Halb- 
leiterchip 2 bedeckt, der auf dem Substrat 1 vorgesehen ist. 
Der zweite Halbleiterchip 3 ist auf dem Verdrahtungsfilm 50 
so vorgesehen, daB seine Hauptoberflache der Hauptoberfla- 35 
che des ersten Halbleiterchips 2 zugewandt ist. 
[0067] Das heiBt, bei der zweiten Ausfuhrungsform sind 
der ersten Halbleiterchip 2 und der zweite Halbleiterchip 3 
so vorgesehen, daB ihre Hauptoberflachen durch den Ver- 
drahtungsfilm 50 aufeinander zu zeigen. 40 
[0068] Wie bei der ersten Ausflihrungsform benotigt die 
Halbleitervorrichtung gemaB der zweiten Ausfuhrungsform 
keine auBeren Leitungen zum Anbringen der Halbleiter- 
chips 2 und 3 auf dem Substrat 1, was es moglich macht, die 
Anbringungsflache zu verringem. Daher ist es moglich, 45 
Halbleiterchips auf dem Substrat mit einer hohen Chip- 
dichte anzubringen. 

[0069] Die anderen Effekte der ersten Ausfiihrungsform 
konnen ebenfalls durch die zweite Ausfuhrungsform erzielt 
werden. 50 
[0070] Da welter die zweite Ausfiihrungsform die zwei 
Halbleiterchips 2 und 3 auf dem Substrat 1 nur unter Benut- 
zung des Verdrahtungsfilmes 50 anbringt, ist es moglich, die 
Dicke der Halbleitervorrichtung im Vergleich mit jener der 
ersten Ausfuhrungsform zu verringem. 55 
[0071] Da zusatzlich die Halbleiterchips 2 und 3 nur einen 
Verdrahtungsfilm 50 als ihre Verdrahtung benutzen, kSnnen 
die Langen ihrer Verdrahtung dinander gleich gemacht wer- 
den. Daher ist es moglich, Variadonen in den Betriebseigen- 
schaften der Halbleitervorrichtung in dem Hochgeschwin- 
digkeitsbetrieb zu verringem, wodurch ihre Eigenschaften 
verbessert werden. 

Dritte Ausfuhrungsform 

[0072] Fig. 5 ist eine Schmttansicht einer Halbleitervor- 
richtung gemaB dner dritten Ausfiihrungsform der vorlie- 
genden Erfindung. 
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[0073] Eine Halbleitervorrichtung der dritten Ausfiih- 
rungsform ist eine Halbleiterchipverpackung, die auf einem 
Substrat anzubringen isL Die Halbleitervorrichtung gemaB 
der dritten Ausfuhrangsform unterscheidet sich von der der 
zweiten Ausfuhrungsform darin, daB die Halbleiterchips 2 
imd3 der dritten Ausfuhrungsform nicht auf einem Substrat 
angebracht sind, sondem mit einem Abdichtmittel/einer 
Versiegelung 7 eingegossen sind. 

[0074] Die Versiegelung 7 ist zum Beispiel aus Harz her- 
gestellt Da die anderen Komponenten der dritten Ausflih- 
rungsform die gleichen wie jene der zweiten Ausfiihrungs- 
form sind, wird ihre Erlautraning hier weggelassen. 
[0075] Wie in Fig. 5 gezeigt ist, ist bei der Halbleitervor- 
richtung gemaB der dritten Ausfiihrungsform der Verdrah- 
tungsfiim 50 auf dem ersten Halbleiterchip 2 so vorgesehen, 
daB sie in engem Kontakt miteinander stehen. Der zweite 
Halbleiterchip 3 ist auf dem VerdrahtungsflOLm 50 so vorge- 
sehen, daB der zweite Halbleiterchip 3 in engem Kontakt mit 
dem Verdrahtungsfilm 50 steht, und so, daB die Hauptober- 
flache des zweiten Halbleiterchips 3 der Hauptoberflache 
des ersten Halbleiterchips 2 zugewandt ist. Die Halbleiter- 
vorrichtung mit dem Verdrahtungsfilm 50 und den Halblei- 
terchips 2 und 3 wird mit dem Versiegelungsmittel 7 mit der 
Ausnahme einer vorbestimmten Lange fur jeden Abschnitt 
des Verdrahtungsfilmes 50 eingegossen. 
[0076] Die Endabschnitte des Verdrahtungsfilmes 50, die 
nicht eingegossen werden, werden zum Anbringen der 
Halbleitervorrichtung (Verpackung) auf dem Substrat be- 
nutzt. 

[0077] Obwohl es in Fig. 5 nicht gezeigt ist, steht die 
Hauptoberflache des ersten Halbleiterchips 2 in Kontakt mit 
der ersten Klebeschicht 52 des Verdrahtungsfilmes 50 (siehe 
Fig. 4). Weiterhin ist die Hauptoberflache des zweiten Halb- 
leiterchips 3 in Kontakt mit der zweiten Klebeschicht 53 des 
Verdrahtungsfilmes 50. Mit diesem Aufbau sind der erste 
Halbleiterchip 2 und der zweite Halbleiterchip 3 durch den 
Verdrahtungsfilm 50 befestigt. Die Halbleitervorrichtung 
gemaB der dritten Ausfiihrungsform benotigt keine auBeren 
Leitungen zum Laminieren der Halbleiterchips 2 und 3, wo- 
durch es moglich gemacht wird, die Anbringungsflache der 
Verpackung auf dem Substrat zu verringem im Vergleich 
mit anderen Halbleitervorrichtungen. Daher ist es moglich, 
Halbleiterchips auf dem Substrat mit einer hohen Chip- 
dichte anzubringen. 

[0078] Durch Verwenden des Verdrahtungsfilmes 50 mit 
den Klebeschichten 52 und 53 konnen die zwei Halbleiter- 
chips 2 und 3 leicht aufeinander laminiert werden. 
[0079] Da weiter die Halbleiterchips 2 und 3 durch den 
Verdrahtungsfilm 50 befestigt sind, ist es moglich, eine 
Fehlausrichtung zwischen den AnschluBflachenelektroden 4 
und den Bondhockerelektroden 6 zu verhindem, was das 
EingieBen durch die Benutzung des Versiegelungsmittels 7 
erleichtert 

[0080] GemaB der vorliegenden Erfindung konnen daher 
Halbleiterchips mit hoher Chipdichte angebracht werden. 
Weiteriiin kann gemaB der vorliegenden Erfindung eine 
Mehrzahl von Halbleiterchips ohne EingieBen der Module 
laminiert werden. 

Patentansprilche 

1. Halbldtervorrichtung mit: 
einem Substrat (1); 

einem auf dem Substrat (1) vorgesehenen ersten Halb- 
leiterchip (2), wobei der erste Halbleiterchip (2) eine 
erste Hektrode (4a) auf einer Hauptoberflache davon 
aufweist; 

einer auf dem Substrat (1) so vorgesehenen ersten Ver- 
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drahtung (5a), daB der erste Halbleiterchip (2) bedeckt 
ist, wobei die erste Verdrahtung (5a) die erste Elektrode 
(4a) rait dem Substrat (1) elekMsch verbindet; 
einem auf der ersten Verdrahtung (5a) vorgesehenen 
zweiten Halbleiterchip (3), wobei der zwdte Halblei- 5 
terchip (3) eine zweite Elektrode (4b) auf einer Haupt- 
oberflache davon aufweist, und die Hauptoberflache ei- 
ner anderen Oberflache gegeniiberliegt, die mit der er- 
sten Verdrahtung (5a) in Kontakt steht; und 
einer auf dem Substrat (1) so vorgesehenen zweiten lo 
Verdrahtung (5b), daB der zweite Halbleiterchip (3) 
und der erste Halbleiterchip (2) bedeckt sind, wobei die 
zweite Verdrahtung (5b) die zweite Elektrode (4b) mit 
dem Substrat (1) elektrisch verbindet 

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, bei der die 15 
erste Verdrahtung (5a) ein erster Verdrahtungsfilm ist, 
der enthalt: 

eine den ersten Halbleiterchip (2) bedeckende erste 

Klebeschicht(52); 

eine die erste Klebeschicht (52) bedeckende Metall- a) 
schicht (51); und 

eine zweite Klebeschicht (53), deren eine Oberflache 
die Metallschicht (51) bedeckt und deren andere Ober- 
flache den zweiten Halbleiterchip (3) kontaktiert, und 
worin die zweite Verdrahtung (5b) ein zweiter Verdrah- 25 
tungsfilm ist, der enthalt: 

eine den zweiten Halbleiterchip (3) bedeckende erste 
Klebeschicht (52); 

eine die erste Klebeschicht (52) bedeckende Metall- 
schicht (51); und 30 
eine die Metallschicht (51) bedeckende zweite Klebe- 
schicht (53). 

3. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 2, 

bei der jede Klebeschicht (52) einen Offoungsabschnitt 
(52a) entsprechend der ersten oder zweiten Elektrode 35 
(4a, 4b) aufweist und 

bei der jede Metallschicht (51) einen Bondhocker (6) 
an einem Abschnitt aufwdst, der durch den Ofi&iungs- 
abschnitt (52a) offengelegt ist, wobei der Bondhocker 
(6) in Kontakt mit der ersten oder zweiten Elektrode 40 
(4a, 4b) steht 

4. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, bei 
der jede der ersten Klebeschicht (52) und der zweiten 
Klebeschicht (53) eine elektrische isolierende Eigen- 

schaft aufweist. 45 

5. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspriiche 1 
bis 4, mit einem Versiegelungsmittel, das auf dem Sub- 
strat (1) so gebildet ist daB die zweite Verdrahtung (5b) 
bedeckt ist 

6. Halbleitervorrichtung mit: 50 
einem Substrat (1); 

einem auf dem Substrat (1) vorgesehenen ersten Halb- 
leiterchip (2), wobei der erste Halbleiterchip (2) erne 
erste Elektrode (4a) auf einer Hauptoberflache davon 
aufweist; 55 
einer auf dem Substrat (1) so vorgesehenen Verdrah- 
tung (50), daB sie den ersten Halbleiterchip (2) be- 
deckt, wobei die Verdrahtung (50) die erste Elektrode 
(4a) mit dem Substrat (1) elektrisch verbindet; und 
einem auf der Verdrahtung (50) vorgesehenen zweiten 60 
Halbleiterchip (3), wobei der zweite Halbleiterchip (3) 
eine zweite Elektrode (4b) auf emer Hauptoberflache 
davon aufweist; 

wobei die Hauptoberflache des zweiten Halbleiterchips 
(3) der Hauptoberflache des ersten Halbleiterchips (2) 65 
zugewandt ist. 

7. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 6, bei der die 
Verdrahtung (50) ein Verdrahtungsfilm ist der enthalt: 
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dne erste Klebeschicht (52), deren eine Oberflache den 
ersten Halbleiterchip (2) bedeckt; 
eine die erste Klebeschicht (52) bedeckende erste Me- 
tallschicht (54); 

dne die erste Metallschicht (54) bedeckende Isolier- 
schicht(56); 

eine die Isolierschicht (56) bedeckende zweite Metall- 
schicht (55); und 

eine zweite Klebeschicht (53), deren eine Oberflache 
die zweite Metallschicht (55) bedeckt und deren andere 
Obaflache in Kontakt mit der Hauptoberflache des 
zweiten Halbleiterchips (3) steht 

8. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 7, 

bei der jede Klebeschicht (52, 53) einen Offnungsab- 
schnitt (52a, 53) entsprechend der ersten oder der zwei- 
ten Elektrode (4a, 4b) aufweist und 
bei der jede Metallschicht (54, 55), einen Bondhocker 
(6) auf einem Abschnitt aufweist, der durch den Off- 
nungsabschnitt (52a, 53a) offengelegt ist wobei der 
Bondhocker (6) in Kontakt mit der ersten oder der, 
zweiten Elektrode (4a, 4b) steht. 

9. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, bei 
der die erste Klebeschicht (52) und die zweite Klebe- 
schicht (53) jeweils eine elektrisch isolierende Eigen- 
schaft aufweisen. 

10. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspriiche 6 
bis 9, weiter mit einem Versiegelungsmittel, das auf 
dem Substrat (1) so gebildet ist daB es den ersten und 
den zweiten Halbleiterchip (2, 3) bedeckt. 

11. Halbleitervorrichtung mit: 

dnem ersten Halbleiterchip (2) mit einer ersten Elek- 
trode (4a) auf einer Hauptoberflache davon; 
dner auf dem ersten Halbleiterchip (2) so vorgesehene 
Verdrahtung (50), daB sie in engem Kontakt mit der 
Hauptoberflache des ersten Halbleiterchips (2) steht 
wobd die Verdrahtung (50) die erste Elektrode (4a) mit 
dem Substrat (1) verbindet; 

einem auf der Verdrahtungschicht (50) vorgesehenen 
zweiten Halbleiterchip (3), wobei der zweite Halblei- 
terchip (3) eine zweite Elektrode (4b) auf einer Haupt- 
oberflache davon aufweist die Hauptoberflache des 
zweiten Halbleiterchips (3) der Hauptoberflache des er- 
sten Halbleiterchips (2) zugewandt ist und in engem 
Kontakt nait der Verdrahtung (50) steht; und 
einem Versiegelungsmittel (7), das den ersten Halblei- 
terchip (2) und den zweiten Halbleiterchip (3) versie- 
gelt. 

12. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 11, bei der 
die Verdrahtung (50) ein Verdrahtungsfilm ist der ent- 
halt: 

eine erste Klebeschicht (52), deren eine Oberflache die 
Hauptoberflache des ersten Halbleiterchips (2) be- 
deckt; 

eine die erste Klebeschicht (52) bedeckende erste Me- 
tallschicht (54); 

eine die erste Metallschicht (54) bedeckende Isolier- 
schicht (56); 

dne die Isolierschicht (56) bedeckende zweite Metall- 
schicht (55); und 

eine zweite Klebeschicht (53), deren eine Oberflache 
die zweite Metallschicht (55) bedeckt und deren andere 
Oberflache in Kontakt mit der Hauptoberflache des 
zweiten Halbleiterchips (3) steht. 

13. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 12, 

bei der jede Klebeschicht (52, S3) einen Offnungsab- 
schnitt (52a, 53a) entsprechend der ersten oder der 
zweiten Elektrode (4a, 4b) aufweist und 
bei der jede Metallschicht (54, 55) einen Bondhocker 
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(6) auf einem Abschnitt aufweist, der dutch den Off- 
nungsabschmtt (52a, S3a) offenliegt, wobei der Bond- 
hocker (6) in Kontakt mit der ersten oder der zweiten 
Elektrode (4a, 4b) steht. 

14. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 12 oder 13, 5 
bei der die erste Klebeschicht (52) und die zweite Kle- 
beschicht (53) jeweils eine elektrische isolierende Ei- 
genschaft aufweisen. 
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